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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе VI Международ-

ной научно-технической конференции «Микро- и нанотехноло-
гии в электронике», которая пройдет с 1 по 6 июня 2014 года в
пос. Эльбрус на базе Эльбрусского учебно-научного комплекса Ка-
бардино-Балкарского государственного университета (ЭУНК
КБГУ). Оргкомитет желает всем участникам конференции плодо-
творной работы и приятного отдыха в Приэльбрусье.

Регистрация участников конференции будет проходить 1 ию-
ня с 12 до 22 часов и 2 июня с 9 до 11 часов в холле Эльбрусского
учебно-научного комплекса КБГУ по адресу пос. Эльбрус, ЭУНК
КБГУ.

Продолжительность пленарных докладов до 30 минут. Про-
должительность секционных устных докладов 10−15 минут. Объем
стендовых докладов не регламентируется. Если у Вас есть пожела-
ния изменить предлагаемую оргкомитетом форму доклада (уст-
ный/стендовый), то на месте возможны изменения.

Просим сообщить куда, когда и каким видом транспорта Вы
прибываете на конференцию. Наши телефоны есть в информаци-
онном сообщении.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель
Б.С. Карамурзов д.т.н., проф., академик РАО, ректор КБГУ, Нальчик

Сопредседатели
О.Н. Крохин д.ф.-м.н., проф., академик РАН, руководитель отделе-

ния квантовой радиофизики ФИАН, проф. МИФИ,
Москва

Г.К. Сафаралиев д.ф.-м.н., проф., член-корр. РАН, председатель коми-
тета Госдумы РФ по делам национальностей, Москва

Зам. председателя
А.М. Кармоков д.ф.-м.н., проф., зав. каф. материалов и компонентов

твердотельной электроники КБГУ, Нальчик
Ученый секретарь

О.А. Молоканов к.т.н., КБГУ, Нальчик
Члены программного комитета

В.А. Быков д.т.н., проф., генеральный директор ЗАО «Нанотехно-
логия-МДТ», Президент Нанотехнологического об-
щества России, Москва

А.С. Водопьянов д.ф.-м.н., проф., Объединенный институт ядерных ис-
следований, Дубна

А.М. Гуляев д.т.н., проф., Московский энергетический институт
(Технический университет), Москва

Н.И. Каргин д.т.н., проф., Национальный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ», Москва

В.В. Лучинин д.т.н., проф., зав. каф микроэлектроники СПГЭУ
(ЛЭТИ), директор Центра микротехнологии и диагно-
стики, Санкт-Петербург

С.И. Рембеза д.ф.-м.н., проф., Воронежский государственный тех-
нический университет, Воронеж

Б.И. Селезнев д.т.н., проф., директор института электронных и ин-
формационных систем НовГУ, Великий Новгород

Р.Ш. Тешев д.т.н., проф., декан фак. микроэлектроники и компью-
терных технологий КБГУ, Нальчик

А.А. Шебзухов д.ф.-м.н., проф., зав. каф. физических основ микро- и
наноэлектроники КБГУ, Нальчик

Dr. H.Orth Gesellschaft fur Schwerionforschund mbh, Драмштадт,
Германия

Dr.Johann Marton Stefan Meyer Institut, Вена, Австрия
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Программа работы конференции

1 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:00−22:00 Регистрация участников конференции и размещение в

гостинице (холл ЭУНК КБГУ, пос. Эльбрус)

13:00 Обед

14:00 Прогулки по окрестностям ЭУНК КБГУ

2 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
9:00−11:00 Регистрация участников конференции и размещение в

гостинице (холл ЭУНК КБГУ, пос. Эльбрус)

11:00 Открытие конференции (конференц-зал ЭУНК КБГУ)

Вступительное слово: Карамурзов Барасби Сулейманович − д.т.н.,
проф., академик РАО, ректор Кабардино-Балкарского
государственного университета, Нальчик

Приветственное слово: Крохин Олег Николаевич − д.ф.-м.н., проф.,
академик РАН, руководитель отделения квантовой
радиофизики ФИАН, проф. МИФИ, Москва

Приветственное слово: Сафаралиев Гаджимет Керимович – д.ф.-м.н.,
проф., член-корр. РАН, председатель комитета Гос-
думы РФ по делам национальностей, Москва

Приветственное слово: Быков Виктор Александрович − д.т.н., проф.,
генеральный директор ЗАО «Нанотехнология МДТ»,
Президент Нанотехнологического общества России,
Москва

Кофе-пауза (холл ЭУНК КБГУ)

11:30 Утреннее заседание (конференц-зал ЭУНК КБГУ)

Пленарные доклады

Председатели: Карамурзов Барасби Сулейманович − д.т.н., проф.,
академик РАО, ректор Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета, Нальчик;
Сафаралиев Гаджимет Керимович – д.ф.-м.н., проф.,
член-корр. РАН, председатель комитета Госдумы РФ по
делам национальностей, Москва.
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1. Межфазное натяжение наноразмерных преципитатов на границе с мат-
рицей в бинарных системах Fe-Cr и Zr-Nb. Шебзухов А.А., Шебзухо-
ва М.А.

2. Элементо-компанентная база наноэлектроники уровня 22—8 нм – воз-
можности и перспективы разработок и малосерийных производств в
России. Быков В.А.

3. Зона высоких технологий на базе ускорительного комплекса Нукло-
трон - Ника ОИЯИ. Тютюнников С. И.

4. Приемники изображений ультрафиолетового диапазона. Ильичев Э.А.
5. Комплексное исследование теплофизических свойств феррита висму-

та, модифицированными металлами Bi1-xMxFeO3. Гаджиев Г.Г.

14:00 Обед

15:00 Дневное заседание (конференц-зал ЭУНК КБГУ)

Секция 1. Физико-химические свойства, структурные и фазо-
вые превращения материалов электронной техники

Председатели: Шебзухов Азамат Аюбович. д.ф.-м.н., проф., зав. каф.
физических основ микро- и наноэлектроники, Нальчик
Лучинин Виктор Викторович – д.т.н., проф., зав. каф.
электроники СПГЭИ (ЛЭТИ) директор Центра микротех-
нологии и диагностики, Санкт-Петербург.

Устные доклады
1. Электрохимические свойства гибридного оксидного слоя MnO2-ZnO

электрода псевдоконденсатора. Иванова А.Г., Загребельный О.А., Ди-
дух А.Н., Шилова О.А.

2. Особенности коэффициента линейного расширения Bi1-xDyxFeO3.
Гаджиев Г.Г., Магомедов М-Р.М, Абдуллаев Х.Х., Амирова А.А., Резни-
ченко Л.А., Хасбулатов С.В.

3. Теплопроводность стекол системы TeO2+Rb2O и их расплавов. Маго-
медов Я.Б., Гаджиев Г.Г., Билалов А.Р.

4. Dynamic particles method for solution of Solid Mechanics problems.
Oshkhunov M.M., Hatukaev H.M., Tembotova M.M.

5. Моделирование дендритообразования в пленках припоя
закристаллизовавшихся на алюминиевой подложке. Камболов Д.А.,
Макаров Н.Г., Манукянц А.Р., Созаев В.А., Хасцаев Б.Д.

6. Influence of process pressure on-SiC growth by CVD. Sultanov A.O.,
Ryndya S.M., Gusev A.S., Kargin N.I.,. Pavlova E. P, Grekhov M.M.

7. Электрические и магнитные свойства Cd0.81Mn0.19GeP2 при высоком
давлении. Моллаев А.Ю., Камилов И.К., Арсланов Р.К., Арсланов Т.Р.,
Залибеков У.З., Маренкин С.Ф., Трухан В.М.
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8. Исследование электронно-стимулированной адсорбции углерода на
поверхности твердого раствора Ag-0,5% Bi методом ЭОС. Этуев А.В.,
Шебзухов А.А.

9. Параметры контактного плавления наночастиц олова и свинца. Азнау-
рова И.З., Этуев А.В., Шебзухов А.А.

10. Расчет параметров геттерирования быстродиффундирующих примесей
в кремниевых подложках. Конова А.Р., Шебзухов А.А.

11. Влияние нагрева в окислительной среде на состав и морфологию по-
верхности меди с добавками Al, Ge и Mn. Сергеев И.Н., Бжихат-
лов К.Ч., Мурзабекова А.А., Чимова М.У.

12. Адсорбция атомов добавки на внешней границе раздела и ее влияние
на поверхностное натяжение сплавов (111)Cu-Ge и (100)Cu-Mn. Серге-
ев И.Н., Бжихатлов К.Ч., Мурзабекова А.А.

13. Моделирование профилей распределения элементов по глубине на ос-
нове данных ЭОС. Бжихатлов К.Ч.

14. Исследование химического состояния и профиля распределения ком-
понентов в системе Al-Si и Al-SiO2- методом РФЭС. Калажоков З.Х.,
Калажоков Заур Х., Карамурзов Б.С., Мустафаев Г.А., Калажо-
ков Х.Х.

15. Влияние границ раздела фаз на термоэлектрические свойства теллури-
да свинца. Усаев А.А., Калмыков Р.М., Кармоков А.М., Молоканов
О.А., Карамурзов Б.С.

16. Сепарация жидкостей магнитным и электрическим полями. Кармоко-
ва Р.Ю., Кармоков А.М.

Стендовые доклады
17. Поверхностный потенциал реальной поверхности Si (111). Гонов И.А.,

Люев И.В., Люев В.К.
18. Морфология и электрофизические свойства реальной поверхности Si

(111). Урусов А.А., Люев И.В, Люев В.К.
19. Исследование поверхности монокристаллического Si (111) методом

РФЭС, СХПЭЭ и РУР МЭП. Тлугачев С.С., Люев И.В., Люев В.К.
20. Фазовые превращения и электрофизические свойства стекол для элек-

тронной техники. Кармоков А.М., Шомахов З.В., Молоканов О.А.
21. Исследование комплексной диэлектрической проницаемости боратно-

бариевого стекла С78-5. Шомахов З.В., Шокаров Х.Б., Кармоков А.М.,
Лосанов Х.Х.

22. О скорости сходимости метода Ротэ для нелокальной краевой задачи
для вырождающегося псевдопараболического уравнения. Бешто-
ков М.Х.

23. Процессы формирования и роста нано- и микрокристаллов галогенида
серебра в желатиновом растворе. Ципинова А.Х., Карданова З.И., Ази-
зов И.К.
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24. Исследование пористого кремния для применения в качестве фотопре-
образователей методами рамановской спектроскопии и фотолюминес-
ценции. Леньшин А.С.

25. Электроперенос при контактном плавлении. Ахмедова Р.Ш.
26. Оптические и электролюминесцентные свойства сульфида цинка на осно-

ве оксида алюминия. Козырев Е.Н., Еналдиев В.Г. Аскеров Р.О., Кушна-
рев Д.В.

27. Влияние фазового перехода в пленке SnO2 на краевой угол смачивания
металлическим расплавом и оптические свойства пленки. Дышеко-
ва А.Х., Кармоков А.М., Дышеков М.Х., Мискарова А.Г.

28. Исследование межфазных характеристик границы раздела Ti3O5 – ме-
таллический расплав. Дышекова А.Х., Кармоков А.М., Дышеков М.Х.,
Гонов С.Ж.

29. Смачиваемость поверхности малоразмерной каплей и линейное натя-
жение. Бесланеева З.О.

30. Изотермы работы выхода электрона и адсорбции натрия в пленочных
системах Sn-Na и In-Na. Альсурайхи Абдульазиз Салех Али.

31. Исследование процессов роста фрактальных агрегатов меди на струк-
турно-модифицированной поверхности кремния. Гаев Д.С., Бой-
ко А.Н., Тимошенков С.П., Анахаев А., Ибрахим А.С.

3 ИЮНЯ, ВТОРНИК

09:30 Экскурсия. Ущ. Адыл-Су, ущ. Шхельда, ледн. Шхель-
да (ледн. Улыбка), нарз. источник Адыл-Су.

14:00 Обед

15:00 Дневное заседание (конференц-зал ЭУНК КБГУ)

Секция 2. Технологии получения материалов наноэлектроники
Председатели: Рембеза Станислав Иванович – д.ф.-м.н., проф., Воро-

нежский государственный технический университет, Во-
ронеж
Кармоков Ахмед Мацевич – д.ф.-м.н., проф., Кабардино-
Балкарский государственный университет, Нальчик

Устные доклады
1. Получение пленок в системе SiC-AlN магнетронным распылением

структуры Me/SiC-AlN/SiC. Сафаралиев Г.К. Билалов Б.А. Курба-
нов М.К. Рамазанов Ш.М., Ахмедов Р.Р.
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2. Синтез и свойства металлооксидных пленок (SnO2)x(ZnO)1-x
(x = 0,5…1) для прозрачной электроники. Рембеза С.И., Плотнико-
ва Е.Ю., Кошелева Н.Н., Рембеза Е.С.

3. Влияние оптического воздействия на газовую чувствительность пле-
нок SnO2, легированных серебром и палладием. Рембеза С.И., Свисто-
ва Т.В., Багнюков К.Н., Овсянников С.В., Аль Тамееми В.М.

4. Разрушение плавленого кварца при засветке образцов интенсивным
импульсным лазерным излучением. Савинцев А.П., Гавашели Ю.О.

5. Исследование автоэмиссионных катодов на основе углеродных мате-
риалов. Хамдохов Э.З., Казадаева Е.В.

6. Особенности формирования пленок TiN электродуговым методом.
Хамдохов А.З., Тешев Р.Ш., Хамдохов Э.З., Хамдохов З.М., Калажо-
ков З.Х., Калажоков Х.Х.

7. Объемная магнитострикция в магнитных полупроводниках
CdGeP2:Mn и CdGeAs2:Mn при высоком давлении. Арсланов Р.К., Мол-
лаев А.Ю., Камилов И.К., Арсланов Т.Р., Залибеков У.З., Маренкин С.Ф.

8. Исследование влияния между импульсного интервала на процессы об-
разования наночастиц и фракталов оксидов олова на поверхности
стекла при напылении тонких пленок. Воропай Е.С., Фадаиян А.Р.,
Альдигуи Хайдар Али Раи, Зажогин А.П.

9. Спектральные исследования процессов при напылении тонких пленок
оксидов цинка и меди из латуни на поверхность стекла сдвоенными
лазерными импульсами при атмосферном давлении воздуха. Воро-
пай Е.С., Фадаиян А.Р., Альдигуи Хайдар Али Раи, Зажогин А.П.

10. Синтез нанокластеров оксидов железа легированных цинком и медью
из ортофофатных солей в пористых образцах при лазерной абляциии.
Зажогин А.П., Чинь Н.Х., Патапович М.П., Лэ Тхи Ким Ань, Булой-
чик Ж.И.

11. Синтез нанокластеров оксидов алюминия легированных кальцием и
магнием из солей в пористых образцах при лазернохимическом акти-
вировании процессов. Зажогин А.П., Чинь Н. Х., Патапович М.П.,
Фам Уиен Тхи, Булойчик Ж.И.

12. Исследование процессов образования нанокластеров оксидов урана и
алюминия на поверхности оксидированного алюминия сдвоенными
лазерными импульсами. Умрейко Д.С., Вилейшикова Е.В., Комяк А.И.,
Зажогин А.П., Умрейко С.Д.

13. Спектральные исследования процессов фотохимического образования
нанокомплексов урана переменной валентности в ацетоне с ДМФА.
Умрейко Д.С., Вилейшикова Е.В., Зажогин А.П., Комяк А.И.

14. К моделированию структуры и условий поглощения электромагнитно-
го излучения в магнитных композитах с использованием представле-
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ний эффективной среды. Морченко А.Т., Пилипосяна Р.Д., Подгор-
ный С.В., Астахова В.А., Шакирзянова Р.И.

15. Плотность и деформационно-прочностные характеристики полимер-
ных композитов, модифицированных наночастицами сажи. Жазае-
ва Е.М., Пшихачев А.Г., Шомахов А.В., Тхакахов Р.Б.

16. Инверсия знака поперечной термоэдс р-Mn0,03 Hg0,97 Te в магнитном
поле. Атаев А.К., Билалов Б.А.

17. Зависимость характеристики газовыделения от условий отжига изде-
лий вакуумной электроники. Лосанов Х.Х., Кармоков А.М., Молока-
нов О.А., Нагаплежева Р.Р., Шомахов З.В.

Стендовые доклады
18. Технология эмалирования проводов с применением активации эмали-

рованного лака магнитным полем. Смирнов Г.В., Смирнов Д.Г.
19. Физико-химические основы разработки нового способа синтеза высо-

кочистых порошков вольфрамата меди – перспективного материала
электронной техники. Шурдумов Г.К., Карданова Ю.Л.

20. Физико-химические основы разработки рационального способа синте-
за высокодисперсных поликристаллических порошков перспективного
люминофора – вольфрамата цинка. Шурдумов Г.К., Унежева З.Х.

21. Исследование по синтезу микродисперсных порошков оксидных
вольфрамовых бронз в расплавах системы Na,Mg/PO3,WO4 для разра-
ботки новых медицинских имплантатов. Шурдумов А.Б., Шурду-
мов М.Б., Кумышева М.Р.

22. Исследования по синтезу микро- и нанодисперсных порошков окисд-
ных вольфрамовых бронз вольфрама s-элементов IIA группы для соз-
дания нового класса медицинских имплантатов. Шурдумов А.Б., Шур-
думов М. Б., Кумышева М.Р.

23. Температурная зависимость фотоэмиссии бинарного сплава индия с
содержанием 6,74 % рубидия. Шебзухов М.Д.

24. Спектральная зависимость интенсивности фотоэмиссии бинарных
сплавов натрия с кадмием, индием, таллием и калия с таллием. Шеб-
зухов М.Д.

4 ИЮНЯ, СРЕДА
09:30 Экскурсия. Гора Чегет, оз. Донгуз-Орун-Кёль.

14:00 Обед
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15:00 Дневное заседание (конференц-зал ЭУНК КБГУ)

Секция 3. Наноматериалы и нанотехнологии
Председатели: Гуляев Александр Михайлович – д.ф.-м.н., проф., Мо-

сковский энергетический институт, Москва
Каргин Николай Иванович – д.т.н., проф., Националь-
ный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
Москва

Устные доклады
1. Перспективы использования нанотехнологий и наноматериалов для

активных воздействий на облачные процессы. Хучунаев Б.М., Тапасха-
нов В.О., Панаэтов В. П., Хучунаев А. Б.

2. О зависимости решеточных свойств от размера и формы для нанокри-
сталлов кремния и германия. Магомедов М.Н.

3. Размерная зависимость температуры контактного плавления нанообъ-
ектов. Гудиева О.В., Камболов Д.А., Коротков П.К., Созаев В.А.

4. Политермы углов смачивания расплавами олово-свинец поверхности
алюминия. Камболов Д.А., Кашежев А.З., Кутуев Р.А., Коротков П.К.,
Манукянц А.Р., Понежев М.Х., Созаев В.А.

5. Электрохимический синтез нанопорошков интерметаллидов гольмия и
никеля в галогенидных расплавах. Кушхов Х.Б., Шампарова Р.А.

6. Высокотемпературный электрохимический синтез дисилицида вольф-
рама в галогенидно-оксидных расплавах. Мамхегова Р.М., Кушхов
Х.Б., Адамокова М.Н., Ахметова Б.Х., Аргишева Е.О.

7. Электроосаждение покрытий двойных карбидов молибдена и вольф-
рама. Кушхов Х.Б., Кучмезова Ф.Ю., Адамокова М.Н., Аргишева Э.О.

8. Синтез соединений тугоплавких металлов (карбидов, силицидов, бо-
ридов) в ионных расплавах. Кушхов Х.Б., Адамокова М.Н., Мамхегова
Р.М., Кучмезова Ф.Ю., Ахметова Б.Х.

9. Высокотемпературный электрохимический синтез магнитных наноча-
стиц интерметаллида YCo5 для магнитной записи информации. Куш-
хов Х.Б., Асанов А.М., Шогенова Д.Л.

Стендовые доклады
10. Анализ газочувствительных слоев с фрактально-перколяционной

структурой. Бобков А.А., Налимова С.С., Мошников В.А.
11. Гетероструктуры (Al, In)GaAs/GaAs и транзисторы на их основе. Коз-

ловский Э.Ю., Селезнев Б.И.
12. Новый гибридный суперпарамагнитный наноматериал

Co/полидифениламин. Озкан С.Ж., Карпачева Г.П.
13. Синтез гибридных магнитных наночастиц Fe3O4/полидифениламин-2-

карбоновой кислоты со структурой ядро-оболочка в межфазном про-
цессе для феррожидкостей. Озкан С.Ж., Еремеев И.С., Карпачева Г.П.
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14. Цветная катодолюминесценция нанокремния, стабилизированного ор-
ганическими лигандами. Иванников П.В., Кузьменков А.В., Габельчен-
ко А.И., Асланов Л.А., Захаров В.Н.

15. Исследования химии поверхности нанокремния методами инфракрас-
ной и катодолюминесцентной спектроскопии. Иванников П.В., Кузь-
менков А.В., Габельченко А.И., Асланов Л.А., Захаров В.Н., Сеня-
вин В.М.

16. Freestanding flat silicon nanocrystals. Orekhov A.S., Savilov S.V., Zak-
harov V.N., Yatsenko A.V., Aslanov L.A.

17. Спектральные свойства нанокремния в полимерных композитах, по-
лученных в сверхкритическом СО2. Фекличев Е.Д, Захаров В.Н., Сеня-
вин В.М., Асланов Л.А., Рыбалтовский А.О.

18. Моделирование поверхностных и объемных дефектов наночастицах
золота. Сдобняков Н.Ю., Колосов А.Ю., Соколов Д.Н., Новожилов
Н.В., Михайлов А.С., Андрийчук А.П., Карташов И.В.

19. Исследование размерных зависимостей теплот плавления и кристалли-
зации наночастиц металлов. Сдобняков Н.Ю., Комаров П.В., Коло-
сов А.Ю., Новожилов Н.В., Соколов Д.Н., Неверова Т.Н.

20. Изучение эволюции структурных характеристик нанокластеров метал-
лов при плавлении и кристаллизации. Соколов Д.Н., Андрийчук А.П.,
Харитонова М.А., Карташов И.В., Комаров П.В., Сдобняков Н.Ю.

21. Исследование структурных превращений нанокластеров золота в про-
цессе плавления/кристаллизации. Мясниченко В.С., Сдобняков Н.Ю.,
Соколов Д.Н.

22. Моделирование параметров солнечных элементов в системе GaN-Si.
Харламов Н.А., Сушков В.П., Каргин Н.И., Кузнецов Г.Д.

23. Неразрушающие методы контроля процессов получения наноразмер-
ных пленочных гетерокомпозиций. Цыбульник А.В., Каргин Н.И., Куз-
нецов Г.Д., Симакин С.Б.

24. Уточненная модель образования твердых растворов в системе SiC-
AlN. Харламов Н.А., Кузнецов Г.Д., Сафаралиев Г.К., Евсеев В.А., Би-
лалов Б.А.

25. Компьютерное моделирование осаждения нанообъектов. Денисен-
ко В.А., Соцков В.А., Кетов А.А.

26. Композиционный гранулированный теплоизоляционный материал на
основе промышленного и бытового стеклобоя. Апкарьян А.С., Смир-
нов Г.В.

27. Теплоизоляция трубопроводов теплоизоляционным материалом - пе-
ностеклокерамикой. Апкарьян А.С., Смирнов Г.В.

5 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

Экскурсия. Поляна Азау, Новый Кругозор, гора Эльбрус.
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14:00 Обед

15:00 Дневное заседание (конференц-зал ЭУНК КБГУ)

Секция 4. Приборы и устройства микро- и наноэлектроники,
микросистемная техника

Председатели: Селезнев Борис Иванович – д.т.н., проф., директор ин-
ститута электронных и информационных систем НовГУ,
Великий Новгород
Тешев Руслан Шахбанович – д.т.н., проф., Кабардино-
Балкарский государственный университет, Нальчик

Устные доклады
1. Flexural vibration test of a beam elastically restrained at one end: A new

approach for Young's modulus determination. Rafael M. Digilov
2. Диод Шоттки на нитриде галлия. Желаннов А.В., Федоров Д.Г., Селез-

нев Б.И.
3. Анализ поверхности PHEMT транзисторных структур, подвергнутых

воздействию мощных СВЧ импульсов. Платонов С.В., Селезнев Б.И.
4. Формирование арсенид-галлиевых СВЧ транзисторных структур на

пластине и контроль их параметров с применением тестового модуля.
Тимофеев Г.О., Лукьянцев О.А., Драгуть М.В., Селезнев Б.И.

5. Интеллектуальный измеритель параметров электроэнергетических
объектов. Лачин В.И., Соломенцев К.Ю., Нгуен Куок Уи.

6. Моделирование тонкопленочного полевого транзистора с нижним за-
твором в САПР TCAD. Рембеза С.И., Плотникова Е.Ю., Арсенть-
ев А.В., Винокуров А.А.

7. Современные методики работы и возможности сканирующей зондо-
вой микроскопии (СЗМ). Панченко С.Ю.

8. Интеграция СЗМ с оптическими и спектральными методами исследо-
ваний. Панченко С.Ю.

9. Изготовление и исследование газовых сенсоров на основе тонких пле-
нок нанокомпозитов оксидов олова и лютеция, легированных сурьмой.
Гуляев А.М., Сарач О.Б., Варлашев И.Б., Митасов П.В., Чирков С.В.,
Дюдьбин Г.Д.

10. О прогнозировании параметров структур канального тока в холлов-
ских датчиках малых магнитных полей на полевых транзисторах с за-
твором Шоттки. Гринюк В.Н., Гудиева О.В., Созаев В.А.

11. Полупроводниковые металлооксидные сенсоры для электронного но-
са. Замятин Н.В., Севастьянов Е.Ю.

12. Система управления группой объектов сетью Хопфилда. Замя-
тин Н.В., Иванов Е.О.
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13. Расчет статических характеристик термоанемометра постоянного тока.
Ханжонков Ю.Б., Семенов В.В., Асцатуров Ю.Г., Фетисов В.М.

14. Исследование механических напряжений в микроструктурах на основе
пленок карбида кремния. Корляков А. В., Асташенкова О.Н.

15. Исследование свойств гибких электролюминесцентных пленок. Шу-
бин Н.Е., Козырев Е.Н., Гончаров И.Н., Болотов М.И., Ивакин В.Ф.

16. Свойства электролюминесцентных панелей. Шубин Н.Е., Гонча-
ров И.Н., Болотов М.И., Ивакин В.Ф., Стратейчук Д.М., Малдзига-
ти А.И.

17. Сейсмоприемник на основе цилиндрического объемного резонатора с
волной типа Н01. Козырев Е.Н., Заалишвили В.Б., Симакин А.Г., Кцое-
ва А.М., Музашвили Т.Г.

18. Нанокомпозитный материал на основе хромсодержащего полиакрило-
нитрила для сенсора паров бензина. Заруба О.А., Семенистая Т.В.

19. Механизм формирования центров скрытого изображения в рентгенов-
ских пленок. Ципинова А.Х., Зашакуев Б.А., Азизов И.К.

20. Электроннооптический преобразователь тепловой энергии с пироэлек-
трической матрицей. Кармоков А.М., Карамурзов Б.С., Молока-
нов О.А., Бешалиев М.Х.

Стендовые доклады
21. О распределении намагниченности в микропроводниковых магнито-

импедансных элементах высокочувствительных датчиков магнитных
полей. Морченко А.Т., Панина Л.В.

22. Способ и прибор контроля качества пропитки обмоток электрических
машин. Смирнов Г. В., Смирнов Д.Г.

23. Способ и прибор контроля отвержения пропитанной обмотки электро-
технических изделий. Смирнов Г. В., Смирнов Д.Г.

24. Моделирование процессов формирования ионно-легированных слоев в
технологии изготовления ЛПД. Хатукаев Х.М., Шауцуков А.Г., Бога-
тырев А.З.

25. Пленочные датчики на основе соединений и их применение. Муста-
фаева Д.Г., Мустафаев М.Г.

26. Влияние различных факторов на параметры интегральных элементов и
их надежные характеристики. Мустафаева Д.Г., Мустафаев М.Г.

27. Формирование зондов для специализированных задач зондовой мик-
роскопии и нанодиагностики методом фокусированных ионных пуч-
ков. Коломийцев А. С.

28. Моделирование кластерной электрической проводимости композитов.
Соцков В. А., Забавин А.Н.

29. Параллельные вычисления в перколяционных моделях электрической
проводимости. Денисенко В.А., Соцков В.А.
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30. Экспериментальное исследование модернизированного генератора
хаотических колебаний Чуа. Соцков В.А., Пирогов В.В.

31. Усовершенствованная установка для плазменной обработки поверхно-
сти материалов. Нагаплежева Р.Р., Нагоев Б.Н., Кармоков А.М., Лоса-
нов Х.Х.

32. Компьютерное моделирование ионизационных потерь ТТЛШ логиче-
ского элемента. Мустафаев Г. А, Панченко Д. В., Панченко В. А., Чер-
кесова Н.В.

33. Моделирование процессов взаимодействия одиночных заряженных
частиц с кристаллом биполярной ИС с диодами Шоттки. Мустафа-
ев Г. А, Панченко Д.В., Панченко В.А., Черкесова Н.В.

34. Влияние диффузии примеси на характеристики МОП-ПТ. Мустафа-
ев Г.А., Черкесова Н.В., Мустафаев А.Г.

35. Полевые транзисторы со скрытым слоем. Мустафаев Г.А., Черкесо-
ва Н.В., Мустафаев А.Г., Хатухов А.А.

36. Применение фтора при формировании МДП-структур. Мустафа-
ев Г.А., Черкесова Н.В., Мустафаев А.Г., Уянаева М.М.

Круглый стол: Достижения и перспективы развития микро- и нанотех-
нологий в электронике.

Награждение победителей конкурса молодых ученых, аспирантов и
студентов.

Обсуждение проекта и принятие Решения конференции.
Закрытие конференции.

6 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

Отъезд участников конференции


